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ABSTRACT : 

CHG DATE=199912 02 STATUS =0> The housing and lead frame of an 
optoelectronic 

semiconductor component have matched thermal expansion coefficients . 
In an 

optoelectronic semiconductor component comprising a radiation 
emitting or 

receiving chip (12) mounted on a conductive lead frame (10) and 
enclosed by a 
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housing, the housing materials and the lead frame have matched 
thermal 

expansion coefficients in the production and use temperature range- 
An 

Independent claim is also included for a light or lamp including the 
above 

component, comprising one or more optoelectronic chips mounted on a 
chip 

carrier which is associated with an external housing of UV 
transparent or 

translucent material. Preferred Features: The lead frame comprises 
e.g. copper 

clad wire and the housing comprises glass, quartz glass, ceramic or 
glass -ceramic • 
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(54) Ausdehnungskompenstertes optoelektronisches HalWerter-Bauelemerrt, insbesondere UV- 
emltUerende Leuchtdlode und Verfahren zu seiner Hersteilung 

(57) Bei einem optoelektronischen Halblerter-Bau- 
element ist ein strahlungsemittierender Oder -empfan- 
gender Halblerterkorper (Chip) auf einem eJektrisch 
leitenden Leiterrahmen befestigt und von einem 
Gehause umgeben. Alle eingesetzten Gehausemate- 
rialien und der Leiterrahmen weisen im Temperaturbe- 
reich, der in H erst el lung und Anwendung auftritt. 
aneinander angepaBte therrrdsche Ausdehnungskoeff \- 
zienten auf. 
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Beschrelbung 
TechnischesGebiet 

[0001] Die Erfindung betrifft ein ausdehnungskom- 5 
pensiertes optoelektronfsches HalUerter-Bauelement 
gemaB dem Oberfoegriff des Anspruchs 1 und ein Ver- 
fahren zur Herstellung des HalW erter-BaueJements. Es 
hand eft sich dabei bei spiel sweise urn Leuchtdioden, (fie 
im Bereich von 320 bis 1600 nm emrttieren, vorzugs- 10 
weise urn UV-emrttierende Leuchtdioden mit Lumines- 
zenzkonversion in weiBes Licht Deren Einsatzgebiet tst 
hauptsdchlich die Allgemeinbeleuchtung. Aber auch 
reine UV-Anwendungen ohne Lumineszenzkonversion 
sind mdg'ich. Ate Halbleiter wird metet ein NHrid des is 
Galliums u/o Indiums u/o Aluminiums verwendet 

Stand der Technik 

[0002] Ein optoelektronisches Halblerter-Bauelement 20 
wie beispieJswetee eine Leuchtcfiode ist in seiner 
AnwendungsmOgRchkert eingeschrankt, ohne daB die- 
ser Mangel von der Fachwelt bisher so empfunden wild. 
Scheinbar ist Kunslstoff ideal ate Gehausewerkstoff 
geeignet, da er leicrtt verarbertet werden kann. Wertver- 2s 
breitet ist die GieBharztechnologie mit Epoorid. Die 
scheinbar ideate Egnung des Kunststoffs ate Gehause- 
werkstoff verdeckte bisher den Mangel einer fehlenden 
Abstimmung seines Ausdehnungsverhaltens bei Tem- 
peraturwechselbelastung. Durch die derzeit Obiiche 30 
Verwendung eines Kunststoffgehauses ist die Arberts- 
temperatur auf den Bereich von -55°C bis +1 10° C ein- 
geschrankt. AuBerdem scherterte ein Einsatz bei sehr 
kurzen Wellenlangen (im UV- Bereich) bisher an der 
starken Degradation des Gehauses. as 
[0003] Fur die Erzeugung weiBen Lichts fur Zwecke 
der Allgemeinbeleuchtung kommen neuerdings weiBes 
Licht errtrttierende Leuchtdioden in Frage. Sie basieren 
auf der Erzeugung des weiBen Lichts mrttete einer blau 
oder auch UV-emrttierenden Leuchtdiode. Obiiche Kon- 40 
zepte zur Realisierung basieren auf radialen Baufor- 
men, die fur die Durchsteckmontage (beisptelsweise 
sog. LUCOLED-Design) geeignet sind, Oder SMT- 
geeigneten Bauformen, dem sog. Topled-Design fur die 
Oberftachenmorrtage (SMT-LED). Genaueres hierzu 45 
findet sich beispieteweise in dem Artikel w Whrte-light 
diodes are set to tumble in price" von Philip hfifl, OLE 
Oktober 1997, S. 17 bis 20. Bern LUCOLED-Konzept 
wird beispieteweise von einem blauen Emitter auf Basis 
GaN mrttete Ujmintezenzkonversion weiBes Licht so 
erzeugt. 

[0004] In dem Artikel .High Rower UV InGaN/AJGaN 
Double Heterostructure LEDs" von Mukai, Morfta und 
Nakamura (Proceedings of the Second International 
Conference On Nitride Semiconductors, S. 516. 1997, 55 
in Tokushima (Japan)), ist der Aufbau einer UV-emrttie- 
renden Leuchtdiode mit einer EmissionsweJIeniange 
von etwa 370 nm beschrieben. Die Leuchtdiode weist 



einen Chip auf, der auf einem Lerterrahmen montiert ist 
und in einem Kunststoffgehause eingegossen wird. 
[0005] In dem Artikel ^Reliability Behavior of GaN- 
based Light Emitting Diodes" von D. Steigerwald (Pro- 
ceedings of the Second International Conference On 
Nitride Semiconductors, S. 514 bis 515, 1997, in Tokus- 
hima (Japan)), werden Leuchtdioden verschiedener 
Farbe untersucht Es wurde festgesteltt, daB die Degra- 
dation der Leuchtdiode mit kurzerer Emissionswellen- 
lange bis herab zu 470 nm stark zunimmt. 
Entscheidenden Anteil an der Degradation haben die 
Fa kt or en Betriebsstrom und Umgebungstemperatur 
sowie das Gehause a us Kunststoff. Zur Untersuchung 
wurde das Epoxidharz -Gehause vorQbergehend errt- 
femt. 

[0006] Insgesamt erscheint daher der Betrieb einer 
UV-emrttierenden LeuchtrJode bisher wenig erfolgver- 
sprechend, da die UV-Strahlung das Gehause schadigt. 
Bei Verwendung eines blau emrttierenden Leuchtdiode 
als Lichtquelle ist jedoch andererserts die Lichtausbeute 
und Effizienz relativ niedrig (ca. 5 Im/W). 
[0007] FrOhere optoelektronische Halblerter-Bauele- 
mente hatten ate Gehause ein Metall-Gtas-System, 
wobei in einer Metallkappe eine Glaslinse eingepaBt 
wurde (stehe PCT-A PCT/DE96A)1728). Damrt konrrte 
zwar hOheren Anforderungen an die opttechen Eigen- 
schaften entsprochen werden, aber die Herstellkosten 
fur die Bodenplatte und die Linsenkappe sind unverhait- 
ntemaBig hoch, die Fertigung ist sehr aufwendig und die 
hohen Toleranzen in Fertigung und Justierung ertauben 
nur bedingt den Einsatz dieser Technotogia Die opti- 
sche Perfekrjon des Systems ist daher fur viele Applika- 
tionen nicht ausreichend. 

Darstellung der Erfindung 

[0008] Es ist Aufgabe der vorfiegenden Erfindung, ein 
optoelektronisches Hal Wert er-Bauelement bereitzustel- 
len, das sich fur einen erwerterten Einsatzberetch hin- 
stchtlich Temperatur und Umgebungsfeuchtigkeit eignet 
und das in einem WeJIenldngenbereich von etwa 300 
nm bis 1600 nm arberten kann. 
[0009] Diese Aufgabe wird durch die kerrnzeichn en- 
den Merkmale des Anspruchs 1 geldst Besonders vor- 
teilhafte Ausgestaltungen find en sich in den 
abhangigen AnsprOchen. 

[0010] Im einzelnen handelt es sich bei der voriie- 
gende Erfindung urn ein optoelektronisches HalWeiter- 
Bauelement, bei dem ein straMungsemrrberender oder - 
empfangender HalWefterkOrper auf einem elektrisch lei- 
tenden Lerterrahmen befestigt ist und von einem gas- 
dichten Gehause umgeben ist Alle eingesetzten 
Gehausemateri alien und der Lerterrahmen weisen im 
Temperaturbereich, der in HersteJIung und Anwendung 
auftritt, aneinander angepaBte thermische Ausdeh- 
nungskoeff izienten auf. 

[001 1 ] Vorteilhaft hat das Gehduse einen GrundkOr- 
per mit einer Ausnehmung, wobei der GrundkOrper an 
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dem Leiterrahmen gasdicht befestigt ist. Der Halblerter- 
Chip tst in der Ausnehmung auf dem Leiterrahmen befe- 
stigt Die Ausnehmung ist evtl. mrt einer separaten 
Abdeckung gasdicht versch lessen oder bef indet sich im 
GrundkOrper. 5 
[0012] Der Grundtorper u/o die Abdeckung ist aus 
Glas Oder Quarzgias oder Keramik oder Glaskeramik 
gefertigt Die einzetnen Materialien sind im Temperatur- 
bereich von -60°C bis 150°C optimal aufeinander abge- 
stimmt. Damit IdB sich die Junctiontemperatur Tj von 10 
derzeit 100 °C auf 130 °C und mehr erhOhen. Dadurch 
sind LEDs im AuBenberetch bis zu einer Umgebungs- 
temperatur von etwa 100 °C einsetzbar, so daB sie sich 
fur Automobflanwendungen oder Outdoor- Inter mations- 
systeme eignen. 15 
[001 3] Das erfindungsgerr&Be HaJWerter-Bauelement 
besrtzt den vbrtefl, daB konventionelle Method en der 
Befestigung urtter Hochtemperaturbedingungen fur den 
Haltterterchip auf dem Leiterrahmen angewendet wer- 
den kOnnen. Bei den derzeit verwendeten Kunststoffge- 20 
hdusen ist dies aufgrund der Terrperaturernpf indlichkeit 
von Kunststoff nicht mOglich. Statt dessen werden hier 
LertM eber, die beispieteweise Ag entharten, verwendei 
[0014] Ein werterer Vbrtefl des erfindungsgemdBen 
BaueJements besteht darin, daB eine hOhere Stabilitat 25 
erziett wind, weil Grenzschichteffekte zwischen HalWei- 
terchip und KunststoffumhOIIung ausgeschlossen sind. 
Weder im Langzeitbetrieb noch beim LMen trrtt Delami- 
nation auf, so daB die Lichtauskopplung stabilisiert ist. 
[001 5] Ein besonderer Vbrteil der vorliegenden Erfin- 30 
dung besteht insbesondere darin, daB damit erstmals 
grundsdtzlich die MOglichkeit geboten wind, eine UV- 
emittierende Leuchtdiode bereitzustellea die eine hohe 
Lichtausbeute und Effizienz besrtzt und die sich preis- 
gOnstig herstellen IS St. Dies liegt nicht nur an der grund- 35 
sdtzlichen fertigungsfreundlichen Konzeption, sondern 
auch daran, daB urrter den jetzt zum Einsatz kommen- 
den Materialien sich auch solche rrdt hoher Transparenz 
im UV und Bestandgkert gegen UV-Strahlung befinden, 
beispieteweise Quarzgias. Fur Kunststoffe ist diese 40 
Anforderung praktisch nicht zu erfullen. 
[001 6] Des weiteren trrtt keine mechanische Zug- und 
Druckbeanspruchung des Halbterterchips auf. Fblgiich 
gftrt es keine streBinjizierte Degradation. 
[001 7] Die heute bei Kunststoff auftretende Vergilbung 45 
durch Temperatur und UV-Einwirkung, die eine Verrin- 
gerung der Uchtleistung im sichlbaren Spektrum zur 
Fdge hat, trrtt bei dem erfindungsgemflBen Bauelement 
nicht auf. 

[0018] Der Leiterrahmen besteht vorteilhaft aus an so 
sich bekanrrtem Kupfer-MantekJraht oder einem Mate- 
rial mrt ahnlichem Ausdehnungsverharten, beispiete- 
wetee Ni-Fe-Legierungen. Urtter Kupter-MarrteWraht 
wind ein Draht verstanden. dessen Seele aus einer N»- 
Fe-Legierung und dessen Mantel aus Kupfer besteht ss 
[0019] Metst ist das GehSuse mehrteilig aus Einzettei- 
len zusammengesetzt wobei die Einzetteile gasdicht 
mrteinander verbunden sind, insbesondere durch 



direkte Verschmetzung oder durch Klebemittel. Dabei 
eignen sich besonders org. oder anorg. Kl eber, bei- 
spieteweise Wasserglas. 

[0020] Die Abdeckung auf dem Rahmenteil srtzt bei- 
spieteweise groBfldchig Qber der Oberflfiche des Rah- 
mens einschlieBlich der Ausnehmung oder ist nur im 
Bereich der Ausnehmung posrfoniert. 
[0021] Vorteilhaft wind ate Material fur das Gehduse 
niedrigschmelzendes Glas verwendet, vorteilhaft 
Weichglas, insbesondere Bleiglas oder Alkaliglas. Es ist 
typtsch ab 400 °C verarbeftbar. Der thermische Ausdeh- 
nungskoeff rzient liegt etwa bei 8 bis 1 1 x 1 0" 6 IK. 
[0022] Die Differ enz zwischen den thermischen Aus- 
dehnungskoeffizienten einzelner Teile des Gehduses 
solrte nicht grOBer als ± 1 5 % sein. In cfiesem Sinne sind 
obige Komponenten gut aufeinander abgestimmt, wenn 
betepietewetee ate Lerterrahmen bzw. MetalldurchfOh- 
rung eine Ertschmelzlegierung des Typs VACOVIT oder 
VACON oder VACODIL verwendet wird. Diese enthal- 
ten Ni, Fe ate Hauptbestandteile der Legierung, denen 
Cr oder Co zugesetzt sein kann (auch fur Keramik 
geeignet). 

[0023] Die Herstellung des erfindungsgemaBen opto 
elektronlsches Halblerter- BaueJements kann auf ver- 
schiedene Weise ertolgen. En vorgestanztes Lerter- 
band kann mrt PreBglasteilen oder Sinterglasteilen 
beaufschlagt werden, die dann mrteinander verWebt 
werden. Oder es werden von einem Glasrohling (Stab) 
Einzetetucke abgeschnrtten, mrt dem Lerterrahmen in 
Kontakt gebracht, erhitzt und formgepreBt. Auf diese 
Wetee wird der Lerterrahmen direkt in das Gehause ein- 
gebettet und die Einzetteile des Gehduses werden mrt- 
einander verschmolzen. 

[0024] Ein Sockel/Kappen-Aufbau kann einstuckig 
realisiert werden. Oft ist es aber ferbgungsfreundlicher, 
diesen Aufbau zweistucWg zu realisieren., wobei auch 
hier ein Verschmefeen oder VerWeben (beispieteweise 
Silicon Weber) in Frage kommt. 
[0025] Das erfindungsgemaBe Konzept eignet sich 
hervorragend zur Schaffung einer auf LED basierenden 
Lampe oder Leuchte ate GlOhlampenersatz. Dabei ist 
insbesondere an eine Fldchenleuchte gedacht, die aus 
mehreren LEDs ate Einzetpixel eines Arrays aus mehre- 
ren Reihen und Spaften zusammengesetzt tel. Vorteil- 
haft werden cfie Einzetpixel gesondert etektronisch 
angesteuert 

[0026] Dabei kann die Fldcherrieuchte nicht nur ate 
Lichtquelle, sondern auch teifweise (beispieteweise 
eine Reihe des Arrays) oder ganz ate Irrformationsme- 
dium eingesetzt werden, indem LEDs ein Piktogramm 
a a. tormieren. Eine and ere Realisierung ist eine kugel- 
fOrmige Lampe, die innen einen Zulertungsstab besrtzt, 
wobei mehrere Einzetpixel urn den Stab herum grur> 
piertsind. 

[0027] FOr den Einsatz for Allgemeinbeleuchtungs- 
zwecke kann eine Fldchenlampe so hergestelrt werden, 
daB eine Anzahl Grundelemente (EnzeJpixeO. die zu 
einer Lampe zusammengefaBt werden, vollkDnfektio- 
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niert Oder teilkonfektioniert ohne Abdeckung bzw. ohne 
Linse auf ein ebenes Substrat (Trdger) aufgebracht und 
verschattet werden. Sie werden von einem gemeinsa- 
men duBeren Gehduse umgeben. Eine etwaige Lumi- 
neszenzkonversion kann hier durch eine gemeinsame 
Abdeckung reaJisiert werden. Hierdurch kann eine 
extrem flache Bauwetse erziert werden. Die Rdche des 
Trdgers kann auch beliebig geforrrrt sein, beispielsweise 
aJs Kugel Oder Rundstab (s.o.). Da das Basiselement 
ein Halblerter-Bauteil 1st, kann tie benOtigte Ansteuer- 
elektronik auf dem gleichen Substrat integriert werden, 
betspietewetee mitteJs Siebdnjck oder SMT. Auch Dim- 
mung 1st uber einen werten Beretch mOglich. Fldchen- 
hafte Lampen kOnnen durch cfirekte Chipmontage in 
erfindungsgemaB hergestelrten MuHichip-Gehausen 
hergesteUt werden. Dabei sind auch Module mOglich, 
die weiSes Licht durch drei Einzeikomponenten (Rot 
GrOn, Btau) erzeugen. SchlieBJich tst hiermrt auch eine 
geziefte stufenlos regelbare Einstellung der Farbtempe- 
ratur mOglich. AJs Beispiel wird auf eine Qrundbauein- 
hert mrt weiBem Licht verwiesen, der wertere einzelne 
Komponenten, die rote Oder Waue Anteile zur Senkung 
Oder ErhOhung der Farbtemperatur beitragen, zuge- 
mischt werden. 

Rguren 

[0028] Im folgenden soil die Erfindung anhand mehre- 
rer Ausfuhrungsbetepiele ndher eridutert werden. Es 
zeigen: 

Ftgur 1 ein HalWerter-BaueJement, im Schnitt 
Rgur 2 ein werteres Ausfuhrungsbeispiei eines 

HalWerter-Bauelernents, in perspektivischer 

Explosionsdarsteltung 
Rgur 3 ein Ausfuhrungsbeispiei einer Fiacherv 

leuchte 

Rgur 4 ein Ausfuhrungsbeispiei einer Lampe 

Beschreibung der Zeichnungen 

[0029] In Rgur 1 rst eine Leucrrtdiode 1 gezeigt in 
Schnitt (Rgur la) und Draufsicht (Rgur 1b) Sie weist 
einen Hablerterchip 2 auf, der auf einem Lerterrahmen 
3 befestigt ist Der Chip 2 tst elektrisch leitend mrt zwei 
durch ein Bodentefl 4 hindurchgefuhrten Elektrodenan- 
schlussen 5, die Bestandteile des Lerterrahmens sind, 
verbunden. Ein Kontaktdraht 6 bewirkt die Verbindung 
des Chips 2 mrt dem einen ElektrodenanschluB 5a, 
wahrend die elektrische Verbindung mrt dem anderen 
ElektrodenanschluB 5b durch Bondverbindung der 
elektrisch lertenden Unterseite des Chips mrt der Trfl- 
gerftache, die einstOckig mrt dem ElektrodenanschluB 
5b ausgebiWet ist bewerkstelligt wird. Die zur opfechen 
Abbildung des Chips vorgesehene Linse 7 ist ate obe- 
res AbschluBteil einer hohlzytindrischen Kappe 8 aus- 
gebiWet. Die Kappe 8 umgfot einen weserrtJichen Teil 
des Bodenteils 4. 



[0030] Das Bodenteil wie auch cEe Kappe sind bei- 
spielsweise aus Bleiglas der folgenden Zusammen- 
setzung hergestelrt: SrQ, 60-65 Gew -%; PbO 20-22 
Gew.-%; K2O 4-10 Gew.-%; Na 2 0 4-7 Gew.-%. Ein 

5 anderes Bleiglas hat die Zusammensetzung Si02 46-50 
Gew.-%; PbO 37-42 Gew.-%; K 2 0 0.5-5 Gew.-%; Na 2 0 
7-13 Gew.-%; A1^D 3 0-2 Gew.-%. 
[0031 ] Es eignen sich auch blerfreie Qdser ate Ersatz 
fur Bleiglas, wie sie beispieteweise in US 5 391 523, EP- 

10 A 734 051. EP-A 603 933 und DE-A 195 47 567 
beschrieben sind. Dort sind auch wertere geeignete 
Durchfuhrungen beschrieben. 
[0032] Rgur 2a zeigt ein werteres AusfOhrungsbei- 
spiel einer Leucrrtdiode in Topled-Ausfuhrung. Der Lei- 

15 terrahmen 10 besteht aus zwei metallischen Bdndem 
11, yon den en eines in ans sich bekannter Weise mrt 
dem Chf> 12 bestOckt ist Ein Kontaktdraht 13 verbindet 
den Chip 12 mrt dem zwerten Band. Das Gehduse 
besteht hier aus einem quaderfOrrrrigen Bodenteil 14, 

20 das von unten an den Leiterrahmen 10 gektebt wird. Ein 
rechteckiges Rahmenteil 15 wird von oben auf den Lei- 
terrahmen 10 befestigt. Zusdtzlich wird eine Abdeckung 
16 benOtigt die das Rahmenteil nach oben abschlieBt 
und vorteilhaft optische Eigenschaften besrtzt. Die 

25 Abdeckung wird dann nicht unbedingt benOtigt, wenn 
die Leucrrtdiode ats Einzelelement (PixeQ einer Fia- 
chenleuchte eingesetzt wird. In Rgur 2b ist ein Chiptra- 
gerband 1 8, bestehend aus einer Vielzahl von 
miteinander verbundenen Leiterrahmen zur Herstellung 

30 eines optoelektrontsches HaiWerter-Bauelements 
gezeigt 

[0033] In Rgur 3 ist ein Ausschnitt aus einer Rdchen- 
leuchte 20 gezeigt Sie besteht aus einem gemeinsa- 
men Trdger 21, auf den ein quaderformiges duBeres 

35 Gehduse 22 aufgeMebt ist. Seine Oberserte ist mrt einer 
gemeinsamen Abdeckung 23 versehen. Das quaderftr- 
mige Gehduse besrtzt Aussparungen, in denen ein- 
zelne HalWerter-Bauelemente 24 untergebracht sind. 
Sie sind UV-errrittierende Leuchtdioden. Die Umwand- 

40 rung in weiBes Licht erfolgt mrttete Konversionsschtch- 
ten 25, die auf alien der UV-Strahlung zugdnglichen 
Rfichen angebracht ist. Dazu zdhlen die inn en lieg en- 
den Oberfiflchen der Sertenwande des Gehduses, der 
Abdeckung und des Bodenteils. Die einzelnen Pixel 

45 sind ahnlich wie in Rgur 2 dargestelrt aufgebaut 

[0034] Ein Beispiel einer KbmpakrJampe 30 auf der 
Basis von Leuchtdioden ist in Rgur 4 dargestellt Sie 
ahneft auBertich bekannten Lampen, indem als duBe- 
res Gehduse ein kugeliger AuBenkolben 31 auf einem 

50 SchraubsockeJ 32 sitzt. Der Sockel 32 trflgt einen Rund- 
stab 33, der sich wert in den AuBenkolben 31 hinein 
erstreckt. Der Rundstab 33 bildet einen Trdger, der auf 
seiner Oberftache mrt Leuchtdioden 34 bestOckt ist Im 
tnneren des Rundstabs 33 ist die Qektronik 35 verbor- 

55 gen. Der AuBenkolben 31 ist innen mrt einer Konversi- 
onsschicht 36 bedeckt. Die Leuchtdioden emrttieren 
beispielsweise UV oder blaues Licht. 
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PatentansprOche 

1 . Optoelektronisches Halbieiter-Bau element, bei 
dem ein strahlungsemrttierender Oder -empfangen- 
der HafolerterkOrper (Chip) (2;12) auf einem eJek- s 
trisch I eft end en Lerterrahmen (3; 10) befestigt ist 
und von einem Gehause umgeben ist dadurch 
gekennzeichnet daB alle eingesetzten Geh&use- 
mater ialien und der Leiterrahmen im Temperatur- 
bereich, der in Herstellung und Anwendung auftritt w 
aneinander angepaBte thermtsche Ausdehnungs- 
koeff izienten aufweisen. 

2. Optoelektronisches HaJblerter-Bauelement nach 
Anspruch 1 . dadurch gekennzeichnet daB der Lei- 75 
terrahmen (3; 10) aus Kupfer-ManteWraht aft. 
besterrt 

3. Optoelektronisches HaJberter-Bauelement nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daB das 20 
Gehause (4,7,8;14,15.16) mehrteflig aus Einzeltei- 

len (4£) zusammengesetzt ist, wobei die Einzel- 
teile gasolcht mrteinander, insbesondere durch 
Klebemrttel, verbunden and. 

25 

4. Optoelektronisches Halblerter-Bauelement nach 
Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet daB das 
Gehause einen Qrundkdrper (Bodenteil) (4) mrt 
einer Ausnehmung aufweist wobei der GrundkOr- 
per (4) an dem Leiterrahmen (3) gasdicht befestigt 30 
ist. daB der Haltterter-Chip (2) in der Ausnehmung 
auf dem Leiterrahmen befestigt ist, und daB cfie 
Ausnehmung mft einer Abdeckung (4,7,8) gasdicht 
verschlossen ist 

35 

5. Optoelektronisches Halbleiter-Bauelement nach 
Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet daB der 
QrundkOrper (4) u/o die Abdeckung aus Glas oder 
Quarzglas oder Keramik oder Gaskeramik geferbgt 

ist. 40 

6. Optoelektronisches Halblerter-Bauelement nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daB das 
Gehause ein Bodenteil (14) und ein Rahmenteil 
(15), das den HalWerter-Chip umgtot aufweist 45 
wobei der Lerterrahmen (10) zwischen dem Boden- 
teil und dem Rahmenteil angeordnet ist und wobei 
alle diese Kbmponenten untereinander gasdicht 
verbunden sind. 
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7. Optoelektronisches HaJblerter-Bauelement nach 
Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet daB eine 
Abdeckung (16) auf dem Rahmenteil (15) srtzt 

8. Optoelektronisches Halbleiter-Bauelement nach 55 
Anspruch 4 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Abdeckung optische Eigenschatten besrtzt, ins- 
besondere eine Fresneloptik, eine brfokale Linse, 



eine plankonvexe oder piankonkave Linse aufweist. 

9. Optoelektronisches Halbleiter-Bauelement nach 
Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet daB die 
Innenserte des Rahmenteils (15) u/o die Innenserte 
des Bodenteils (14) eine Reflexionsschicht auf- 
weist, insbesondere eine metallische oder oxidi- 
sche Schicht, wie TO2, Ag oder Al oder Au. 

10. Optoelektronisches Halbleiter-Bauelement nach 
Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Grundtorper (4) einstuckig als PreBglaskorper aus- 
gebfldet ist, wobei der Leiterrahmen (3) in den 
GrundkOrper eingebettet ist. 

11. Optoelektronisches Halbleiter-Bauelement nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Gehfluse eine Kappe und ein Bodenteil mrt einen 
SockeJ und mrt mindestens zwei elektrisch und 
themusch lertenden MetalkJurchfOhrungen (5a, 5b) 
aufweist, daB der Halblerter-Chrp (2) auf einer der 
MetalldurchfQhrungen aufgebracht ist und daB die 
Kappe auf den SockeJ aufgesetzt und mrt diesem 
gasdicht verbunden ist wobei zumindest der Sok- 
kel und die Kappe aus Glas oder Quarzglas oder 
Keramik oder Glaskeramik gefertigt sind. 

12. Optoelektronisches Halbleiter-Bauelement nach 
Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet daB die 
Kappe ein Lichtaustrittsfenster besrtzt, die ein opti- 
sches Element, insbesondere eine Linse oder 
einen Rrter, aufweist 

13. Optoelektronisches Haiblerter-Bauelemerrt nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. daB der 
HalHerter-Chip UV-Strahlung, insbesondere im 
Bereich 320 bis 400 nm, emittiert 

14. Leuchte oder Lampe mrt mindestens einem opto- 
eiektronischen HaJWefter-Bauelement nach 
Anspruch 1, bestehend aus einem Chiptrager 
(2133) mrt einer Tragerflache, mindestens einem 
darauf montierten optoeJektronischen Hablerter- 
chip (24^4), der evt). optisch ausgerichtet ist, 
einem dem Chiptrager (21 33) zugeordnetem 
auBeren Gehause (2231). evtl. mrt Sockerfunktkwi 
(32), wobei mindestens ein Teil des auBeren 
Gehauses aus UV-transparentem oder -hizentem 
Material besteht. 
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FIG. 2b 
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